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Si-NWs の作製では F ラジカルによるエッチング形状の異常が
発生するため，Cl2-NBE を用いて目的とする Si-NWs 構造を作

























 第 3章では，2章で作製した Si-NWsに対して SiGe0.3を埋込んだ複合膜（SiNWs-SiGe0.3複合膜）の作製技術，
及びSiNWs-SiGe0.3複合膜の面外熱伝導率，面内電気伝導率，面内ゼーベック係数を評価した結果も記載している。
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伝導率の向上，及びゼーベック係数の低減を確認し，873 Kで1×10-3 K2m/W【ゼーベック係数 478V/K，電気伝
導率 4.4×103S/m】と高い出力密度を得ており，バルク SiGe0.3と同等の出力密度を有している。しかし，サンプ






















p-SiNWs-SiGe0.3複合膜 1.9×1020 12 3.5×104 87 
n-SiNWs-SiGe0.3複合膜 8.4×1019 21 2.8×104 94 
 
次にp(n)-SiNWs-SiGe0.3複合膜の熱電特性の評価結果を元に熱電変換デバイスを設計し，マイクロファブリケー
ションプロセスを用いて目的とする熱電変換デバイスを作製した【素子数：p(n) 型素子 4対，素子の大きさ：幅 
1mm×長さ 10mm×厚さ 100nm，電極：Al】（図3）。作製した熱電変換デバイスの発電特性を評価した結果，熱
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確認している【発電量：12 pW/cm2 （⊿T= 0.5K）】。また界面電
気抵抗は不純物注入法の最適化により改善できる目途を得てい
る。これらの成果は，シリコンナノ構造複合膜を熱電変換デバ
イスへ応用する際に必要となる重要な成果である。 
 第5章は結論である。 
 以上要するに本論文は，熱電変換デバイスに応用するため，
高密度・高均一な直径 10nmのSi系ナノワイヤーを用いたナノ構造複合膜，及び熱電変換デバイスを開発して重
要な成果を得たものであり，機械システムデザイン工学，及びナノテクノロジーとマイクロシステムの融合によ
る精密機械システムの発展に寄与することが少なくない。 
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